
2インチAlN基板量産品の評価

波⻑215-270 nmのUVC領域で発光するLED⽤の基板と
して，Crystal IS社にてphysical vapor transport法により
2インチAlN基板が成⻑，量産されている．量産ウェハに対
して特性評価を⾏った結果，UVC-LEDの発光波⻑265 nm
に対する吸収係数が10.5 cm-1であること，XRDロッキング
カーブの(002)および(104)反射の半価幅がそれぞれ6.7と
7.8 arcsecであることが確認された．これらの評価値から
発表時点で最も低いUV吸収性と⾼い結晶性を持つAlNウェ
ハであることが確認された．
基盤技術研究所では，XRDをはじめとする解析技術を駆

使して，AlN基板製造技術の開発と量産をサポートしている．
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